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Иванов C.В. - специалист в области технологии молекулярно-пучковой эпитаксии (МПЭ) и физики полупроводниковых наногетероструктур А3В5, А2В6 и А3-нитридов, автор и соавтор 692 научных работ, из них 585 статьи в реферируемых журналах, 10 глав в монографиях и 6 патентов.
Основные научные результаты Иванова С.В.: 
разработаны физические основы технологии МПЭ полупроводниковых наногетероструктур А3В5, включая технологию с плазменной активацией А3-нитридов, и широкозонных соединений А2В6, в том числе структур с квантовыми точками (КТ) СdSe и магнитными полупроводниками, и проведены детальные исследования их фундаментальных свойств;
созданы прототипы приборных гетероструктур: сверхнизкопороговых лазерных диодов с раздельным ограничением в системе AlGaAs, лазеров с КТ InSb и фотоприемников среднего ИК диапазона в системе AlGaSbAs/InAsSb, светодиодов и лазеров среднего УФ диапазона на основе AlGaN, высокоэффективных сине-зеленых лазеров с электронно-лучевой накачкой и лазерных конверторов на основе наноструктур СdSe/ZnSe, СВЧ НЕМТ-транзисторов с каналом InAs; 
разработана и реализована оригинальная концепция интеграции в рамках когерентной гетероструктуры нанослоев соединений А3В5 и А2В6, позволяющая существенно расширить возможности конструирования опто-, микро- и спинэлектронных приборов нового поколения. 
Иванов С.В. в 2004-2018 гг. профессор СПбГЭТУ «ЛЭТИ», член Диссертационных советов ФТИ им. А.Ф. Иоффе и СПбГЭТУ «ЛЭТИ», подготовил 6 кандидатов физ.-мат. наук, член программных и координационных комитетов крупных регулярных международных конференций по физике и технологии полупроводников, эксперт РФФИ и РНФ, член редколлегии журнала “Superlattices and Microstructures”. 
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